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Elektroniczny zesp6t zbiorowego dzwonienia oraz sygnalizacji zakoriczenia rozmowy
zwlaszcza do abonenckich, dyspozytorskich i konferencyjnych central telefonicznych

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny zesp6t zbiorowego dzwonienia oraz sygnalizacji zakoriczenia
rozmowy zw+aszcza do abonenckich, dyspozytorskich i konferencyjnych central telefonicznych.

Znane sg dotychczas abonenckie, dyspozytorskie lub konferencyjne tacznice telefoniczne oparte na
zespotach elektromechanicznych, w ktérych stosowane s3 tradycyjne elementy teletechniczne oraz mechaniczne
uktady przekaznikowe. Tego rodzaju zespoty zbiorowego dzwonienia budowane sa oddzielnie jako uktady
sygnalizacji akustycznej oraz sygnalizacji optycznej. Uktady takie tworzq urzadzenia bardzo drogie, o duzym
ciezarze igabarytach. Elektromechaniczne systemy zbiorowego dzwonienia posiadajg ograniczone szybkosci
dziatania oraz stosunkowo mata trwatos$¢ dziatania.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodnosci i opracowanie zespotu, ktéry zapewni szybkg
i niezawodng prace catego uktadu, w sktad ktérego wchodzi zesp6t bedacy przedmiotem wynalazku.

Zgodnie z wynalazkiem zadanie to zostato rozwigzane przez skonstruowanie zespotu wyposazonego
w uktad przerzutnika zrealizowanego przez szeregowe zestawienie trzech stopni zbudowanych na tranzystorach
germanowych lub krzemowych. Baza tranzystora wzmacniacza napigciowego potgczona jest z wyprowadzeniem,
dzielnikiem napigcia w postaci dwéch rezystoréw napieciowych oraz réwnolegle do rezystora napigciowego
dotaczong diodq krzemowa. Kolektor tranzystora wzmacniacza napigciowego poprzez rezystor wzmacniacza
napigciowego, a kolektor tranzystora wtérnika emiterowego poprzez rezystor kolektorowy wtérnika emiterowe-
go i kolektor tranzystora mocy poprzez dzwonek podtaczone sq wsp6lnie poprzez przetgcznik przechylny’
dwupotozeniowy do ujemnego bieguna napigcia zasilania. Do bieguna dodatniego zasilania podtgczone sg
wspélnie emitery tranzystora mocy i tranzystora wzmacniacza napigciowego oraz poprzez réwnolegle potgczony
zrezystorem emiterowym wtérnika emiterowego, kondensator elektrolityczny biegunowy, emiter tranzystora
wtérnika emiterowego. Baza tranzystora wtérnika emiterowego pofgczona jest z kolektorem tranzystora
wzmacniacza napigciowego, a baza tranzystora mocy z emiterem tranzystora wtérnika emiteroweyo i wyprowa-
dzeniem. W uktadzie moZna stosowa¢ tranzystory krzemowe lub germanowe. W przypadku stosowania tranzysto-
ra krzemowego naleZy zamieni¢ bieguny napigcia zasilajgcego oraz koricowki kondensatora elektrolitycznego
i koricéwki diody tak, aby byty zgodne z biegunami napigcia. Uktad ten cechuje to, Ze posiada jeden stan
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_réwnowagi, tzn. po chwilowym, dowolnie duzym wyprowadzeniu uktadu ze stanu poczatkowego, potencjatem
dodatnim lub ujemnym, uktad powraca do stanu poczatkowego po zaniku wyzej wymienionego potencjatu,

Uktad wedfug wynalazku charakteryzuje sie duzg czutoscig i szybkoscig pracy oraz trwatoscig w dziata-
niu. Zastosowanie miniaturowych elementéw elektronicznych pozwoli na przystosowanie tego zespotu w fazie
produkcyjnej jako elementu scalonego. ‘

Przedimiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku. Zesp6t elektroniczny
wedtug wynalazku posiada uktad bezposrednio sprzezonych ze sobg trzech tranzystoréw stanowiacy przerzutnik .
jednostanowy. Uktad ten posiada dwa wyprowadzenia 1 i 2, poprzez ktére doprowadzone sq potencjaty dodatni
lub ujemny, przychodzace z wsp6tpracujacych zespotéw. Tranzystor 7 spolaryzowany jest w kierunku przewo-
dzenia przy pomocy dzielnika napigé 10 i 11 z réwnolegle dotgczongq dioda krzemowa 13. Spadek napigcia
powstaty na rezystorze 9 bedacy obcigzeniem dla tranzystora 7, polaryzuje tranzystor 6. Rezystor 8 stanowi
obcigzenie dla tranzystora 6, za$ stabilizatorem tranzystora 5 jest rezystor 12. Obcigzeniem tranzystora 5
sterowanego spadkiem napigcia uzyskiwanym z rezystora 12, jest dzwonek 15. Gdy na wyprowadzeniu 1 pojawi
si¢ potencjat .ujemny wstosunku do bieguna dodatniego tranzystor 5 zacznie przewodzié¢, uruchamiajac
dzwonek. .

W przypadku gdy na wyprowadzeniu 2 pojawi si@ potencjat dodatni tranzystor 7 zostanie zablokowany
i na skutek zwigkszenia si@ rezystancji wzro$nie spadek napigcia na przejsciu kolektor—emiter tego tranzystora.
Tranzystor 6 zostanie spolaryzowany w kierunku przewodzenia. PoniewaZ tranzystor 5 sterowany jest z tranzys-
tora 6 pracujgcego jako wtérnik emiterowy réwniez zostanie on spolaryzowany w kierunku przewodzenia
i uruchomi dzwonek 15. Uktad zasilany jest przez wprowadzenie 3i4. Odtaczenie zespotu zbiorowego
dzwonienia sygnalizuje zar6wka 16. Wtaczona w uktad dioda krzemowa 13 ma za zadanie stabilizacje napiecia
baza — emiter tranzystora 7. .

W przypadku gdy w trakcie konferencji bedzie si¢ dotaczato coraz to wiecej abonentéw, poprzez
wyprowadzenie 2 poptynie coraz to wiekszy prad. Wtenczas dioda 13 bedzie zmniejszata swojq rezystancje
w kierunku przewodzenia, co spowoduje zbocznikowanie rezystora 11 i w rezultacie zmniejszenie wypadkowej
rezystancji réwnolegle potaczonego uktadu dindy 13 i rezystora 11. W ten sposéb spadek napigcia na uktadzie
dioda krzemowa 13 irezystor 11, bedacy napieciem baza — emiter tranzystora 7 jest staty. Kondensator
elektrolityczny biegunowy 14 ma za zadanie likwidacje przestuchéw miedzy abonentami.

Zastrzezenie patentowe

Elektroniczny zesp6t zbiorowego dzwonienia oraz sygnalizacji zakoriczenia rozmowy zwtaszcza do *
abonenckich, dyspozytorskich i konferencyjnych central telefonicznych, wyposazony w uktad przerzutnika,
zrealizowany przez szeregowe zestawienie trzech stopni zbudowanych na tranzystorach germanowych lub
krzemowych, znamienny tym, 2e baza tranzystora (7) wzmacniacza napigciowego potgczona jest
z wyprowadzeniem (2), dzielnikiem napiecia w postaci dwéch rezystoréw napieciowych (10) i(11) oraz
réwnolegle do rezystora (11) napigciowego dotaczong diodq krzemowa (13), za$ kolektor tranzystora (7)
wzmacniacza napieciowego poprzez rezystor (9) wzmacniacza napigciowego, a kolektor tranzystora (6) wtérnika
emiterowego poprzez rezystor (8) kolektorowy wtérnika emiterowego i kolektor tranzystora (5) mocy poprzez
dzwonek (15), podtaczone sg wspdinie poprzez przetgcznik przechylny dwupotoieniowy (17) do ujemnego
napigcia zasilania, natomiast do bieguna dodatniego zasilania podtgczone sg wspélnie emitery tranzystora (5)
mocy itranzystora (7) wzmacniacza napieciowego oraz poprzez réwnolegle potgczony zrezystorem (12)
emiterowym wtérnika emiterowego, kondensator elektrolityczny biegunowy (14) iemiter tranzystora (6)
wtérnika emiterowego, przy czym baza tranzystora (6) wtérnika emiterowego potgczona jest z kolektorem
tranzystora (7) wzmacniacza napigciowego, a baza tranzystora (5) mocy z emiterem tranzystora (6) wtérnika
emiterowego i wyprowadzeniem (1).
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